Ultrakurze Lichtpulse fur
die Grenzflachenforschung

Ein Lasersystem, das eingesetzt werden soll, um
Grenzflichen mit einer Tiefenempfindlichkeit
von nur wenigen Atomlagen zu untersuchen, ist
am Institut fiir Physik und Physikalische Techno-
logien in Betrieb genommen worden. Um Grenz-
flicheneigenschaften, die z.B. bei Halbleiterma-
terialien in der Mikroelektronik oder bei kataly-
tisch aktiven Stoffen von entscheidender Bedeu-
tung sind, mit Licht untersuchen zu kdnnen, wer-
den in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Winfried
Daum leistungsstarke Laserpulse aus Piko- und
Femtosekundenlasern eingesetzt.

Das mit Mitteln der Volkswagenstiftung neu

beschaffte Femtosekunden-Lasersystem soll als
besonders intensive Lichtquelle zur Abbildung
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von Oberflachen mit der Photoelektronen-Emis-
sionsmikroskopie (PEEM) dienen. Der Einsatz
des Titan-Saphirlasersystems ermdglicht neue
Kontrastmoglichkeiten bei der Oberflidchenabbil-
dung wie zum Beispiel durch Zweiphotonen-
Photoelektronenmikroskopie. Mit PEEM kann,
im Unterschied zur Rastersondenmikroskopie,
ein groBerer Oberflachenbereich zeitgleich abge-
bildet werden. Eine der geplanten Anwendungen
ist die Charakterisierung der lokalen elektroni-
schen Struktur nanostrukturierter Oberflichen.
Die Mikroskopie von Oberflichen unter Verwen-
dung langsamer Elektronen wurde von Prof. Dr.
Ernst Bauer im gleichen Institut entwickelt.

Eine zweite Anwendung des Lasersystems ist die

spektroskopische Untersuchung von Halbleiter-
grenzflichen mit der optischen Frequenzver-
dopplung. Der besondere Reiz dieser Methode
liegt in der Moglichkeit, auch vergrabene Grenz-
flichen wie z. B die technologisch wichtige
Grenzflache zwischen Silizium und darauf auf-
gebrachten Gateoxiden mit hoher Grenzflichen-
empfindlichkeit zu charakterisieren. Diese hohe
Empfindlichkeit der Methode wurde bereits in
fritheren Ver6ffentlichungen der Arbeitsgruppe
von Prof. Dr. Daum fiir das Silizium-Silizium-
dioxid-System gezeigt. Jedoch war es wegen der
geringen Pulsfrequenz des verwendeten Lasers
nicht moglich, die Grenzflichen wihrend der
Oxidation spektroskopisch zu charakterisieren.
Dies sollte nun mit der hundertfach grofBeren
Pulsfrequenz des neuen Lasersystems moglich
sein. Wesentliche Fragestellungen betreffen ins-
besondere die lokale Bindungsstruktur des Silizi-
ums an der Grenzfliche sowie die atomare Rau-
higkeit der Diesbeziigliche
Erkenntnisse werden voraussichtlich auch fiir die
Entwicklung und Optimierung neuer Dielektrika

Grenzfliache.

fir Gateoxide relevant sein. L}

61





